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演讲摘要： 

世界上许多研究人员和工程师都非常关注基础科学的包装材料和过程。这些因素是我们探索 AI 半导体

和 WBG 半导体的新技术的关键。这些半导体的出色功能可以通过基础科学支持设备结构，尤其是材料

组合和粘结界面来检索。其中一个示例将显示为底物的纳米空隙问题。积累底物的弱点通常会导致市场

上多年的严重故障事件。最严重的失败发生在微守位置，有时被称为“弱微观病”。 SEM 和 TEM 对 VIA

底部进行了宏观观察。然而，由于纳米空隙确实处于单纳米大小，并且没有采用有效的分析方法，但直

到最近才了解根本原因。我们的小组通过高分辨率 TEM 和 ATOM 探针断层扫描进行了纳米分析，并在

纳米空隙上使用 XPS 进行了分析，然后最终发现了在底物的底部通过电子 CU 层中存在大量残基。随后

是这一发现，去除残基可以抑制通过底部的纳米空隙形成。电静电镀金中的这种修饰可以提高底物的可

靠性。因此，在半导体中提供有关异互相互关系的新信息的基础科学可以为高级边缘 AI / WBG 功率半

导体提供可靠和出色功能的有效方法。 
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